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a) Vcc=24V, Vss=-24V, ve 8Q yuk direnci ile elde edilecek en ylksek gug¢ nedir?

b) lo=1mA ise Brs=Pr7 €n az ne olmalidir?

¢) AB sinifi calismayi saglayacak sekilde R1 ve R2 direnglerini belirleyiniz.

d) A sinifi slrdcl tranzistorde harcanan gu¢ nedir?

e) Q3-Q7 ve Q5-Q6 es tranzistorlerdir. Bu tranzistorlerin Vce ve Ic degerleriigin sinir
degerleri belirleyin.

f) Q5 ve Q6 icin Rinj-c)=2°C/W ve Rineh=1°C/W olduguna gore Tjmaks=170°C,Tamaks=50°C igin
gerekli sogutucu isil direncini belirleyin.
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a) Sekildeki devrede Vcc=44V, Pymaks=40W olduguna gore yuk direncinin degeri nedir?

b) T6 ve T7'den olusan akim PNP aynasi lo=5mA akim akitacak sekilde tasarlandigina goére
PyYmaks=40W olmasi igin Brs= Brs4 €n az ne olmalidir?

c) A sinifi striicu tranzistorda (T5) harcanan gucu bulunuz.
d) B sinifi girig katinin girig direncini hesaplayin.

e) T1-T2 NPN ve T2-T4 PNP darlington ciftleri es o6zelliklidir. Sinir degerleri lcimaks=6A,
Vceimaks=60V, lcamaks=0.1A, Vcemaks=40V segcilmeleri uygun mudur? Degilse hangi degerler
hatali secilmistir? Neden?

f) T1 ve T2 igin Rinc)=2.5°C/W, Rinc-n=1°C/W olduguna gore Tjmaks=150°C,Tamaks=50°C i¢in
gerekli sogutucu isil direncini belirleyin.

SORU 4

a) BUtun tranzistorlar igin |Vgeg|=0.7V ise
B sinifi kutuplama igin Ua gerilimi ne
olmalhdir?

b) 10=10mMA ve Brzmin= Bra,min=50
olduguna gore Bri,min= Br2,min N€
olmalidir?

¢) T1 ve T2’nin akim ve gerilim sinirlari
ne olmahdir?




SORU 5

Besleme gerilimi tek 20V ya da simetrik 10V olacak sekilde, yik direnci 4Q olan bir B sinifi
kuvvetlendirici tasarlanacaktir. Tasarimda istenilen tranzistor kullanilabilir.

a) Devrenin kutuplama gerilimleri ve akimlari devre Uzerinde gosterilecektir.

b) Devre girigine sinUs isareti verilerek ¢ikis isaretindeki bozulma gdsterilecektir. (Bu isaretin
frekansinin segimine dikkat edilmelidir.)

c) Devrenin verimini frekansa bagli olarak gizdiriniz ve orta frekans bandindaki verimini teorik
verim ile karsilastiriniz.

Segcilen tranzistorun énemli bilgileri de verilmelidir (Vcemaks, lcmaks VD).

Odev son teslim tarihi: 14 Mayis 2015, 11:00 Dénem Sonu Sinavinda

E-posta ile gonderilen 6devler kabul edilmeyecektir. Soru ¢oztumleri ayrintili ve anlagilir
bir sekilde verilmelidir. Kullanilan degiskenler ve birimler standart olmalidir. Sadece
sonug igeren, ¢ok kisa ¢ozumler puanlandiriimayacaktir. Spice giktilarinda grafiklerin
neye ait oldugu acik bir sekilde belirtiimelidir.

PSpice grafik ¢iktilarinda arka planin siyah olmamasi onerilir. Spice igerisinde ilgili
menuyu kullanarak renk donugumlerini yapiniz. Devrenin goruntusinun de eklenmesi
gereklidir. Calisma noktalari da devre semasi Uzerinde gdsterilmelidir. Pspice ile ilgili
ayrintili bilgiyi www.elelab.itu.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.

Odevle ilgili sorulariniz igin: ceylanos@itu.edu.tr ‘ye e-posta atabilirsiniz.
Prof. Dr. Ali Toker
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